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NOKMA BRANŻOWA 

BN-77 

ELEMENTY Półprzewodnikowe elementy 3375-43 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

mikrofalowe 
, 

Nazwy i określenia 

l, WSTĘP 

Przedmiotem normy si" nazwy i określenia dotyczęce mi­

krofalowych diod p6łprzewodnikowych. 

, 
~, NAZWY I OKRE$LENIA 

(2,1) mikrofalowa dioda detekcyjna - dioda p6łprzewod­

nikowa słu!ęca do detekcji sygnał6w b, w, cz, 

(2,2) mikrofalowa dioda mieszajaca - dioda p6łprzewod-

nikowa służęca do przemiany sygnału b, w, cz, sygnału 

oscylatnra lokalnego na sygnały pośrednich częstotliwości, 

(2,3) mikrofalowa dioda parametryczna - dioda p6łprze­

wodnikowa o zmiennej pojemności przeznaczona do pracy 

przy małych sygnałach we wzmacniaczach parametrycznych 

o małych szumach, 

(2,4) mikrofalowa dioda pow;elajaca - dioda p6łprze-

wodnikowa przeznaczona do powielania częstotliwości syg­

nału b, w, cz, przez wykorzystanie nieliniowości charakte-

rystyki pojemnościowo-napięciowej, 

(2,5) mikrofalowa dioda przestrajajac,a dioda p6ł-

przewodnikowa o określonej charakterYstyce pojemnościo­

wo_napi ęciowej charakteryzujęca się częstotl iwościę re­

zonansowę znacznie większę od częstotliwości pracy, 

(2,6) mikrofalowa dioda przełaczajaca - dioda p6łprze­

wodnikowa wykazujęca efekt szybkiego przechodzenia ze 

stanu du!ej impedancji do stanu małej rezystancji od-

wrotnie w zale!ności od warunk6w pOlaryzacji, w zwięzku 

z czym dioda reprezentuje w zakresie b, w, cz, odpowied-

nio du!ę lub małę impedancję, powodujęc pr7enoszenie lub 

przerwanie sygnału b, w, cz, 

(2,7) mikrofalowa dioda ograniczajaca - dioda połprze-

wodnikowa wykazujęca efekt szybkiego przechodzenia ze 

stanu du!ej impedancji do stanu małej rezystancji od-

wrotnie w zale!ności od mocy sygnału dochodzęcego do 
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diody, w zwięzku z czym dioda reprezentuje w zakresie 

b, w, cz, dużę lub małę impedancję, powodujęc ogranicze­

nie lub stłumienie nieoczekiwanej energii b. w, cz. 

(2,8) mikrofalowa dioda generacyjna - dioda p6łprze-

wodnikowa charakteryzujęca się ujemnę rezystancję wyjś-

ciowę w zakresie b, w, cz, 

(2,9) mikrofalowa dioda lawinowa - dioda p6łprzewod­

nikowa charakteryzujęca się ujemnę dynamicznę rezystan­

cję wyjściowę w zakresie b, w, cz, zwięzanych z czasem 

przelotu przez warstwę zubożonę powielonych lawinowo 

nośników. 

(2,10) dioda Gunna - element p6łprzewodnikowy,w kt6-

rym w wyniku zjawiska Gunna istnieje ujemna przewodność 

r6żniczkowa, 

(2,11) napięcie progowe (diody Gunną) [U(PO)J - naj­

mniejsza wartość napięcia przewodzenia, dla której prze­

wodność r6żniczkowa jest r6wna zero (wg rysunku), 

I 

u 
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Charakterystyka napięciowo-prędowa diody Gunna 

(2,12) dopuszczalna moc fali ciagłej b,w,cz, (Pc ) 
. WM 

- na)większ~·l d~\,szczalna wartość mocy fal i cięgłej b. w , 
cz, doprowadzonąocJo diody. 
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(2. 13) dopuszczalna moc impul SOwa b. w. cz. (r ) 
RFPM 

najw iększa dopuszczalna moc impulsów b. w. cz. o 0-

kreślonej długości i współczynniku wypełni enia doprowa-

dzona do diody. 

(Z.14) całkowita moc rozproszona ep ) 
- - - tot - największa 

dopuszczalna moc tracona na diodzie podczas pracy cięgłej. 

(2.15) całkowita impulsowa moc rozproszona (Pp) 

największa dopuszczalna wartość mocy impulsów o okreś­

lonej długości i współczynniku wypełnienia tracona na dio-

dzie. 

(2. 16) poziom mocy ograniczonej (P',m ) - moc sygnału 

b. w. cz., przy której zmiana impedancji d'\ody w linii prze­

syłowej osięga określonę wartość. 

(Z.17) moc wyjściowa (Po) - moc sygnału b.w.cz. ge­

nerOWana przez diodę ( dotyczy diod generacyjnych). 

( 2. 18) dopuszczalna energia pojedynczego impułsu (W
M

) 

największa dopuszczalna wartość energi i . pojedynczego 

impulsu o określonej długości doprowadzonego 

nie powodujęca zmiany parametrów diody. 

( z. 19, energia impulsu niszczącego (W
B

) 

do diody 

wartość 

energii impulsu o określonej długości doprow adzonego 

diody powoduj~ca określ onę zmianę jej parametrów. 

do 

(z. ZO) pojemność całkow ita (C
tol

) - pojemność między 

elektrodami diody . 

(Z. 21) pojemność złjlcza diody (Cj ) - pojemność obsza­

ru ładunku przestrzennego złęcza diody . 

(2 .2Z) współczynnik nieliniowości charakterystyki po­

jemnościowej (y) - współczynnik występujęcy we wzorze 

C=k(U -U ) y 
} B R 

w którym; 

k - współczynnik proporcjonalności, 

UB - potencjał dyfuzyjny. 

(2.23) impedancja przy częstotl iwości pośredniej (Zif) 

- impedancja wyjściowa diody przy częstotliwości pośred­

niej pracujęcej w układzie mieszacza. 

(2.24) rezystancja przewodzenia (r
F 

) 

diody dl a b. w. cz. 

rezystancja 

( 2.25) rezystancja zaporowa (r
R 

) - rezystancja diody 

dla b. w. cz. 

(2.26) całkowita szeregowa rezystancja zastępcza (r ) 
-- S 

- składowa rzeczywista impedancji diody. 

(2.27) straty przemiany (Le) - stosunek mocy sygnału 

b. w . cz. na wejściu diody do mocy sygnału wyjściowego 

przy częstoll iwości pośredniej w określonych warunkach 

pracy. 

(2.28) średni współczynnik szumów wielowrotnika (F') 

stosunek całkowitej mocy wyjściowej szumów w pasmie 

częstotliwości przenoszonych do wyjścia, je:!:eli tempera-

tura szumów wszystkich wrót wejściowych wielowrotnika 

jest równa temperaturze odnies~enia na wszystkich czę-

stoli iwościach, na których generowane sę szumy wchodzę­

ce w skład szumów na wyjściu do tej części tych szumów, 

która spowodowana jest szumem wejścia sygnałowego 

pasmie częstolliwości tego wejścia. 

w 

(2.29) całkowity średni współczynnik szumów (F
o

) 

średni współczynnik szumów mieszacza wzmacniacza 

p. cz. połęczonych szeregowo. 

( 2. 30) znormal izowany całkowi ty średn i współczynnik 

szumów diody mieszajjlcej i wzmacniacza p. cz. O'os) 

całkowity średni współczynnik szumów diody mies zajęcej 

i wzmacniacza P. cz., jeśl i współczynnik szumów wzmac­

niacza p. cz. ma znormal izowanę wartość 1, S dS, a pasmo 

przenoszenia wzmacniacza P. cz. jest dostatecznie węższe 

ni:!: pasmo mieszacza, tak aby straty przemiany mieszacza 

i wyjściowa temperatura szumów mogły być uwa:!:ane za 

stale w całym pasmie P. cz. 

(2. 31) wyjściowa liczba szumowa (Nr) - stosunek tem­

peratury szumowej wrót wyjściowych do temperatury szu­

mu odniesie ... i a To' jeśli temperatura szumów wszystkich 

wrót wejściowych jest szumowę temperaturę odniesienia To 

na w szystkich częstoll iwościach, na których generowane 

sę szumy wchodzęce w skład szumu wyjściowego. 

(2.32) temperatura szum owa (T,,) 

peratura w K, w której musiałby się 

równom ierna 

znajdować 

tem-

układ 

bierny i jego źródło (jeśl i jest on wielowrotnikiem), aby 

dostarczać takiej samej mocy dysponowanej szumów na 

jednostkę pasma częstotliwości przy danej częstotliwości 

jakiej dostarcza układ badany. 

(2.33) współczynnik fal i stojącej (detektora. mieszacza) 

(S ) - stosunek maksymalnej do minimalnej wartości na­
V 

pięcia w linii przesyłowej b. w. cz. obcię:!:onej odpowiednię 

głowicę z diodę w określonych warunkach. 

(2.34) czułość prjldowa (fl) - stosunek przyrostu prę­

du wyprostowanego diody spowodowanego przyło:!:onym syg­

nałem b. w. cz. do mocy tego sygnału w warunkach zwa...cia. 

(2.35) współczynnik jakości diody (M) uogólniony 

parametr charakteryzujęcy odbiornik łęcznie z diodę de­

tekcyjnę definiowany za pomocę wzoru 

M 

w którym; 

R - równoważna szum owo rezystancja wzmacniacza wi­
N 

zyjnego, przyjmowana 1 ka, 

T - rezystancja dynamiczna w punkcie pracy. 
T 
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(2,36) częstotl iwość graniczna UT) 

definiowana za pomocę wzoru 

f - l 
- T - 27tC, rr-;:-' 

1 V FR 

częstotl iwość 

(2,37) częstotliwość odcięcia (fco) - częstotliwość de­

finiowana za pomocę, wzoru 

f - l 
cO-27tC -T 

J S 

(2,38) częstotliwość generacji (fa) - częstotliwość fali 

b. w. cz. generowanej przez diodę w określonych wan.nkach. 

(2.39) sprawność (1'/) - stosunek wartości m y b _ _ _ oc . w. cz, 

na wyjściu diody do mocy wejściowej. 

(2.40) czas życia nośników mniejszościowych (t'p' t'" ) 

- przedział czasu od momentu wYłęczenia diody do chwili, 

gdy napięcie na diodzie zmniejszy się e-krotnie, mierzony 

w określonych warunkach zasilania. 

(2.41) pozostałe naz wy i określenia - w gPN-7;v1-01500;OO 

i 01. 

KONIEC 
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